
溶液法による 4H-SiCバルク結晶成長と結晶品質評価 

Evaluation of crystalline quality of 4H-SiC bulk crystal grown by solution growth method 
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【背景】 溶液法による SiCの結晶成長は、高品質結晶が得られる手法として注目されている[1,2]。 

当研究グループはこれまでに、溶媒の最適化[3,4]や溶液の撹拌方法の改善[5]による成長速度向上、

メニスカス成長による長尺成長[6,7]、成長界面制御による溶媒インクルージョンの抑制[6]等、溶液

法による SiC の成長の様々な技術課題の解決に取り組んできた。その結果、現在は 4°オフの溶

液法ウエハの試作を行っている。本発表では、当研究グループの溶液法によるバルク結晶成長技

術と、得られた溶液法ウエハの結晶品質について報告する。 

 

【結晶品質評価】 得られた結晶の品質を評価す

るために、Fig.1 に示すように 0°オフでバルク成

長した結晶から 4°オフウエハを作製し、放射光に

よるトポグラフ観察を行った。Fig.2は、溶液法ウ

エハの放射光トポグラフ像である。測定は、1.5Å

の波長を用い、[11-28]の回折を用いた。図中には

貫通刃状転位（TED）と貫通らせん転位（TSD）

を示す白いスポットのみが観察され、基底面転位

（BPD）や積層欠陥を示す白いラインは視野内に

見られなかった。このように、溶液法ウエハは実

質的に BPB等の面内欠陥フリーの結晶であること

がわかる。 
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Fig.1 溶液法ウエハの作製方法 
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Fig.2 溶液法 4°オフウエハの放射光トポ像 
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